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Аморфные микропровода в стеклянной оболочке изготавливаются методом Ули-

товского-Тейлора, аморфные ленты получаются методом затвердевания расплава на 
вращающейся поверхности. В процессе изготовления микропроводов происходит рез-
кое охлаждение расплава, индуцирующее внутренние закалочные напряжения, неодно-
родно распределенные по радиусу. У поверхности микропровода действуют преимуще-
ственно сжимающие осевые напряжения величиной до единиц ГПа, в центральной ча-
сти доминируют растягивающие осевые напряжения. Помимо закалочных в распреде-
ление внутренних механических напряжений существует дополнительный вклад в не-
сколько сот МПа, связанный с различием в коэффициентах термического расширения 
между металлической сердцевиной и стеклянной оболочкой микропровода [1]. В 
аморфных лентах величина внутренних составляет несколько десятков МПа [2].  В 
данной работе изучались аморфные микропровода и ленты из сплавов 
Fe73.8Si13B9.1Cu1Nb3. Термообработка проводилась при 753 К. При нагреве происходит 
образование нанокристаллов твердого раствора кремния в ОЦК-железе α-Fe(Si), плот-
ность которых выше, чем плотность аморфной матрицы. Поэтому при кристаллизации 
отрицательный объёмный эффект будет являться причиной возникновения сжимающих 
напряжений между нанокристаллами и аморфной матрицей. Теоретический анализ 
процесса кристаллизации показал, что образование нанокристаллов в микропроводах 
на основе железа происходит неоднородным образом и ускоряется в приповерхностном 
слое, в области действия внутренних сжимающих напряжений. Для этого в классиче-
ских выражениях для скоростей роста и зарождения кристаллов была учтена неодно-
родность распределения внутренних механических напряжений, а также релаксация 
напряжений в течение термообработки. Были оценены величины скоростей зарождения 
и роста, а также процентного содержания кристаллизованного вещества. Рентгеногра-
фические исследования микропроводов и лент Fe73,8Si13B9,1Cu1Nb3,1, проведенные на 
дифрактометре SIEMENS D-500, подтверждают различия в кинетике и свидетельству-
ют о наличии преимущественно кристаллизованной приповерхностной области микро-
провода. Методом вибрационной магнитометрии были получены петли гистерезиса ис-
ходных, термически обработанных, а также образцов, в которых предполагаемый по-
верхностный кристаллический слой удален методом химического травления. Обнару-
жено, что удаление приповерхностной области микропроводов приводит к увеличению 
остаточной намагниченности, что также свидетельствует в пользу предположения о 
наличии кристаллизованного приповерхностного слоя. 
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